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Ubersetzung ,bearb.

Faldeffekt=Hleinleistungs-Transiator

Allgemeinegs

Daxy Transistor KP 304 A ist ein planarer Jilizium=Feldeffekttransistor mit iscliertem Gate und ine-
duzlertem p-Kanal (Anreicherungstyp).

&r ist vorgesehen filr den Zinsat:z als Schalter und Verstirker in Gerditen allgemoiner Anwendung.

Baufovm: Hhnlich & 4/20-4a nach TGL 11 911 (griberc AnschluBlinge) bsw. O 22-4 nach TGL 39 546
(hermetisches letallgehiiuse mit viegsamen aAnschlissen)

Betriebastemperaturbereich: tm = =45 % bis +85 %
lasse: max 1 ¢
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Bild 1: Bauform KP 304 A




Grenzwerte (t,, = =45 % ... +85 %)

Gate=Source=-Spanmung Biomex. “'ON n
Gate-Drain=-5Spannung Uspmax =~ °V 1)
Drain=Source-Spannung Upsmax =22V W
Sourca-Substrat-Spennung T = BON 2
Drainstrom Ipmax 30 mA
Drainspitzenstrom S e— 60 ma 2)
Verlustleistung (top = =40 --» Ppo. #) 200 mi
+55 °C)
Verlustapitzenleistung Poumax 400 m¥
(tpgp = =45 % <00 455 %)
Sperrschichttenperatur Yo 115 %

1 Die maximal zuldssige Spennung gilt, wenn das Substrat auf Sourcepotentiel liegt.
2) 35 sollen folgende Bedingungen erfilllt werden: i
IUpg = Vszl = IUpgnax!
IWgs = Usp! = Wosnax!
3) Bir den Impulsbetrieb gilt: t, % 10 us, Q % 10,
tr’ Lr i 1'0 ff}lﬂ

4) In Temperaturbereich von t_. = 435 ... +85 °C sinkt die Verlusileiotung linear auf 100 mi.

Binsatzhinwelas

Dle Trapslotoranachlliase kbnnen bis zu einem minimalen Abstand von 3 mm vom Gehduse geldtet werden.
Die Litdausr betrigt maximal 3 o. Dle Gehiusetemperatur des Transistors darf dabel 295 9 nicnt
Uberschreiten.

Wihrend des L¥tens sollen alle Anochliisee kurzgeschlossen sein.

Der Biegerandius der Anschllsse derf 1,5 = 2 mn betragen.
Wilirend der Hendhebung und Kentege dey Transistoren solllen lieSnehmen swn Schuiz vol glekirostati=
scher Aufladung getroffen werden.

Llektrische henmwerte (flir t,, = 25 %)

Hurz= Bin- lleBoedingungen
zolchen mit. mex. heit ID U;‘a s UGE f
Ll v v e

Vorwirtesteilheit ¥ 4 r wA /Y 10 -10 10°
Drain-Source=Kurz= ; - 0,2 WA =25 o
schluBstrom DS8 ' /
Gate-Source-Hest~ IGEE - 20 nA o =30
strom
Schwellspannung lJT ) -5 - v ¢,0 =10
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Forteetzung
Blektrische Kemnwerte (fir t., = 25 %)

Kurz- Ein- leBbedingungen
zeichen ‘min. max. heit Ip Ups Uss
mi, ¥ ¥ Hz

Eingangskepazitit | Cyys - 5 pF 0 -15 10°
: &
Rickwirkungakapa= c - 2 pF o -15 10
zitlt 128
Ausgangskapazitidt Csng - 6 pF o =15 : 106
Kanalwiderstand Ths (om) - 100 Chm 1 =20

Die folgendem Furvendarstellungen sind typische Verldufe und tragen rein informetiven Cherakter.
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®ild 2: Typinche huogangakennlinien
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3i1d 4: Relative Anderung der Steilheit in Abhingighkeit
a) vom Drain-Strom
b) von der Drain-Source=-Spsnnung
c) von der Umgebungstemperatur
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Bild 8: Relative inderung des Drain-Source-Durchlefwiderstandes in Abhlngigkeit
a) vom Drain-Strom

b) von der Gate=Source-Spannung
c) von der Umgebungstemperatur
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